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DEPOSICAO DE FILMES FINOS DE COBRE EM SUBSTRATO DE SILiCIO ATRAVES
DO PROCESSO DE MAGNETRON SPUTTERING

Guilherme Gabriel Fochezatto (PIBIC-CNPg-Ensino Médio), Cesar Aguzzoli
(Orientador(a))

O processo de deposicdo de filmes finos através da técnica de magnetron sputtering se tornou
extremamente presente na inddstria biomédica. Isso se deve principalmente por sua eficacia na melhoria
de diversas propriedades, entre elas, fisico-quimicas, mecanicas, épticas, entre outras, de biomateriais.
Estes materiais sdo utilizados como implantes ou préteses para individuos que sofreram algum tipo grave
de dano, decorrente de um acidente, doenca degenerativa ou qualquer outra fonte, necessitando assim,
de uma substituicdo completa ou parcial de alguma parte do corpo. Tendo em vista este cenéario, a
comprovacao da modificacdo da superficie de um biomaterial e posteriormente sua caracterizacdo sdo de
suma importancia, garantindo assim o bom desempenho e a seguranca na utilizacdo em um meio
fisiolégico. Sendo assim, o principal foco deste trabalho foi a deposicao de filmes finos de cobre em
substratos de silicio com o objetivo de verificar as modificacdes e comparar os resultados obtidos para
diferentes tempos de processo. As amostras foram limpas e posteriormente submetidas ao processo de
magnetron sputtering em uma cédmara a vacuo, gas argonio foi utilizado no processo em conjunto com
uma fonte DC. Para cada amostra foi utilizado um tempo pré-definido, variando entre 5 e 160 segundos,
com uma poténcia de 100 Watts. A andlise visual das amostras comprovou que a modificacdo da
superficie ocorreu e que os filmes depositados encontravam-se homogéneos. As etapas futuras visam a
realizacdo de mais amostras e a analise das caracteristicas da modificacdo ocasionada pelo filme.
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